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Optoelektronika jest jedną z najnowszych i najszybciej rozwi ja jących się d z i e -
dzin e lekt ron ik ! półprzewodnikowej. Zajmuje się ona występującymi w półprzewod-
nikach zjawiskami zachodzącymi w wyniku wzajemnego oddziaływania fotonów 
i e lektronów. Działanie przyrządów optoelektronicznych oparte jest na wykorzysta-
niu zjawisk stanowiących m . i n . przedmiot zainteresowania op tyk i , f i zyk i c ia ła s ta-
łego, meta lurg i i , chemii oraz teor i i układów elekt ronicznych. 

Znane dotychczas grupy przyrządów optoelektronicznych to fotodetektory, diody 
elektroluminescencyjne, lasery, optrony, wskaźniki cyfrowe i układy scalone, sk ła -
dające się z diod i fotodetektorów. Przyrządy te znajdują zastosowanie w aparaturze 
pomiarowej , urządzeniach radio lokacyjnych, automatyce, technice przetwarzania d a -
nych,uk ładach pamięciowych i tp . 

Wraz z rozwojem produkcj i przyrządów optoelektronicznych koniecznością staje 
się dążenie do rozwoju technologi j odpowiednich materiałów półprzewodnikowych 
i opracowanie metod ich badania. Z zagadnieniami tymi bardzo ic iś le związany 
jest problem prawidłowego doboru obudowy do poszczególnych grup p r z y -
rządów, W zasadzie obudowy przyrządów półprzewodnikowych - wykonywane są 
z materiałów tradycyjnych t j . ceramik i , metalu i szkła, o także z tworzyw sz tucz-
nych, których niezawodność jest wystarczająca, a ceny średnio o ponad połowę 
tartsze od obudów t radycyjnych. Jedną z grup obudów przyrządów optoe lekt ron icz-
nych stanowią kubecrlM z odpowiednimi okienkami lub soczewkami - w zależności 
od rodzaju przyrządi jego przeznaczenia. W obudowach przyrządów o dużej 
precyz j i nadal jeszcze stosuje się szkło, które je i t jednak coraz bardziej w y -
pierane przez elementy wykonane z odpowiednich typów tworzyw sztucznych, c h a -
rakteryzujących się łatwością obróbki i dobrymi własnościami optycznymi. Ponadto 
tworzywa umożl iwia ją wykonanie ca łkowi tych obudów, dz ięk i którym el iminuje się 
niektóre kosztowne etapy montażu. Tak w i ę c , zastosowanie tworzyw do produkcj i 
elementów i obudów przyrządów optoelektronicznych jest znacznie bardziej ekono-
miczne n iż stosowanie deta l i t radycyjnych. 

Optoe lekt ron ika, jak już wspomniano, jest jedną z najnowszych dziedzin e lek t ro -
n i k i , dlatego też pub l ikac j i na ten temat jest stosunkowo niewiele i dotyczą one 
raczej badań i wytwórstwa samych przyrządów niż elementów z tworzyw sztucznych 
w nich stosowanych. 

Pierwsze lasery półprzewodnikowe zostały skonstruowane w 1962 r . Od tego mo-
mentu rozpoczyna się bardzo intensywny rozwój prac poświęconych badoniom z j a -
wisk optoelektronicznych i prowadzących do opracowania nowych technologi i i n o -
wych przyrządów. Prace tego rodzaju prowadzone były również w Polsce: w Insty-
tucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytucie Technologii Elektronowej, 

Oddzia le Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Toruniu, Instytucie Fizyki PAN 
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i Wojskowej Akademi i Technicznej . Badania te doprowadziły do opracowania f o t o -
oponników germanowych i fotodiod f i ] , różnych typów fotodetektorów krzemowych 
[2, 3 ] , fotodetektorów CdS i Cd Se [ 4 ] , a także kiserów złączowych [ s ] i diod 
elektroluminescencyjnych z arsenku galu [ ó ] , fosforku galu [ 7 ] i węgl ika krzemu[8] . 
Obecnie istnieje w ie le typów i rodzajów przyrządów optoelektronicznych zna jdu ją -
cych różnorodne zastosowania. Znane dotąd czerwone, żół te i z ielone diody e l e k -
troluminescencyjne zostaną wkrótce uzupełnione diodą niebieską [ 9 ] , która w y k o -
nana jest z azotku galu i pracuje w temperaturze pokojowej . Azotek golu wy twa -
rzany jest przez osadzanie jego par na szaf irze, stanowiącym podłoże izo lu jące. 
Moż l iwe są również rozwiązania diod elektroluminescencyjnych w obudowach z t w o -
rzyw sztucznych emitujących promieniowanie w dwóch kolorach w zależności od 
przyłożonej po laryzac j i prądu stałego [ l O ] . Diody takie zawiera ją dwie struktury 
emitujące zmontowane w ten sposób, że przy przepływie prądu w jednym kierunku 
dz ia ła jedno z n i ch , a po zmianie kierunku prądu - druga. Diody elektroluminescen-
cy jne można spotkać w różnych obudowach / tworzywa sztuczne, metal , meta l -ce-
ramiko / z czystą lub dyfuzy jną soczewką, z odblaskiem osiowym lub bocznym, 
z układem jedno i wielokrotnym [ l l ] , Diody elektroluminescencyjne z soczewką dy fu -
zy jną mają większy kąt obserwacyjny niż soczewki czyste; te ostatnie znajdują j ed -
nak większe zastosowanie w modulatorach i optycznych wiązkach informacyjnych. 

Dz ięk i wbudowanemu miniaturowemu ref lektorowi można również wykorzystać 
boczne promieniowanie kryszta łka. W diodach elektrolt jminescencyjnych z k rysz ta ł -
kiem w formie pó ł ku l i , wykorzystanie promieniowania może być jeszcze większe 
/ żadne j straty o d b i c i a / , a le jest to geometria bardzo droga w wykonaniu i w k a ż -
dym przypodku - ze względu no wielokierunkowe rozpraszanie promieniowania - w y -
maga parabolicznego ref lektora. Chociaż sprawność zewnętrzna diod półsferycznych 
wzrasta w stosunku do sprawności diod płaskich blisko dziesięciokrotn ie, jednak z u -
życ ie materiału półprzewodnikowego również znacznie wzrasta. Ekonomiczniejsze 
est zastosowanie płaskiego kryształka z półkul istą soczewką ze szkła lub żywicy 
12 ] , Sprawność tak ie j diody w porównaniu z diodą płaską jest trzykrotnie większa. 

Detektory z zakresu podczerwieni znajdują zastosowanie w spektroskopii, kont ro-
l i materiałów no zawartość zanieczyszczeń, kontro l i otaczającej przestrzeni i tp . 
W zakresie bl iskiej podczerwieni i promieniowania widzia lnego detektory stosowane 
są do odczytywanie zapisów w pamięci holograf icznej , w czujnikach optycznych, 
czytn ikach karf i t p . [ 1 3 ] . 

Wg J . O u d i n ' a [ l 4 ] , systemy elektroniczne / w tym także optoelektronikę/ moż-
na podziel ić na trzy w ie lk ie grupy. Pierwsza z nich zajmuje się ujęciem danych 
informacyjnych przeznaczonych do przetwarzania, np. elektroniczna maszyna cyfrowa 
przy zastosowaniu optycznego czytn ika znaków. W drugiej grupie przyrządy optoe lek-
troniczne stosowane są do w i z u a l i z a c j i , np. systemy radarowe, systemy zdalnego d o -
stępu do elektronicznych maszyn cyf rowych, w trzeciej zaś - obraz jest^soczątkiem 
i zakończeniem cyk lu . 

Ogromny jest również rozwój układów pamięciowych, co wymaga coraz nowszych 
rozwiązań elektronicznych [ i s ] , W układgch pamięci holograf icznej znajdują zasto-
sowanie mozaiki elektroluminescencyjne, z łożone z szeregu dyskretnych diod lumine i -
cencyjnych osadzonych we wgłębienidch wykonanych w przezroczystej podstawie[ l6 j . 
Umożl iwia to precyzyjne rozmieszczenie punktów świecących na dużej powierzchni . 

Przewiduje się, że dalszy rozwój światowej produkcj i półprzewodnikowych e l e -
mentów optoelektronicznych będzie gwałtownie wzras tać / rys . 1 / [ 1 7 ] . Wartości 
produkcj i podano bez uwzględnienia krajów demokracj i ludowej . 
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Rys, 1. Prognoza rozwoju światowej p rodukc j i pó łprzewodnikowych elementów o p t o -
e lek t ron icznych : 1 - fo tode tek to ry , 2 - o p t r o n y , 3 - wskaźn ik i , 4 - DEL 

Prace badawczo- rozwo jowe w Polsce powinny przebiegać dwustopniowo. W p i e r w -
szym e t a p i e / l a t a 1972 -76 / pov/inny one obejmować opracowania techno log i i i me to -
dy badań następujących grup przyrządów: 
- szybkich fotodetektorów krzemowych wykonanych jako elementy dyskretne oraz m o -

z a i k i o małe j skal i i n teg rac j i ; 
- fo todetektorów na b l iską i Średnią podczerw ień , wytwarzanych z wybranych p ó ł -

przewodnikowych zw iązków międzymeta l icznych grupy A ' " ^ i A " B ^ ' ; 
- wysokosprawnych d iod e lekt ro luminescency jnych z GaAs oraz laserów heteroworstwo-

wych GaAs - GaA lAs ; 
- źródeł promieniowania czeiwonego i z ie lonego jako elementów dyskretnych oraz 

układów scalonych hybrydowych. 
Drugi etap / p o roku 1976/ obejmowałby dalsze badania i opracowywania nowych 

techno log i i opart)ch na wynikach d ługop lanowych bodań prowadzonych również w p i e r w -
szym e tap ie . 

Mate r ia łów pó łprzewodnikowych stosowanych w przyrzcyiach optoe lek t ron icznych 
jest w ie le [ 1 8 ] . Oprócz k lasycznych półprzewodników Ge i Si do p rodukc j i fo tode-
tektorów używa się zw iązków międzymeta l icznych A " ' B^ i A " B^ ' oraz związków 
pot ró jnych tych grup. Podstawowymi mater ia łami są jednak G c A s , GaP , GaAs^ - y ^ n i 
a także Ga ^AI^^As i In i -^Ga^^P, które domieszkowane w odpowiedni sposób i n n y -
mi p ierwiastkami uzyskują pożądane własnoSci. 

Jednym z typów obudów przyrządów optoe lek t ron icznych jest wielowarstwowa 
struktura monol i tyczna [ l 9 ] . Wytwarzan ie je j polega na wie lokro tnym nakładaniu r>a 
p ł y tkę podłożową warstw szkl is tych o odpowiednich współczynnikach re f rakc j i i osa-
dzaniu na n ich warstwy meta lu . Warstwy szkliste są materiałem optyczn ie p rzewodzą-
c y m , natomiast metal stanowi optyczną i z o l a c j ę . Na warstwy izo lu jące nakładane 
są następnie metalowe be leczk i w ce lu dostarczenia i z o l a c j i poprzeczne j . Warstwy 
metalu określają powstałe w ten sposób komory i kanały przewodzące św ia t ło . W e -
wnątrz komór mogą znajdować się przyrządy e lekt ro luminescency jne, fotoemisyjne 
lub fo tode tekcy jne , a warstwy meta l iczne służą jako przewodnik i e lek t ryczne . 

Tego rodzaju struktura wymaga k i l kak ro tne j obróbki i wypalania w odpowiednich 
warunkach ko le jno nokłodanych warstw szk l i s tych , co n iewątp l iw ie podnosi je j koszt . 
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Jak już wspomniano, inny typ obudów stanowią kubeczki z wyprowadzeniami, np. 
typu TO-18 [ 2 0 ] , w których montowane są przyrządy optoelektroniczne, zamknięte 
od góry okienkiem / n p . dla fo toprze łączn ika/ lub odpowiednim typem soczewki 
/ n p . d la diody świet lnej typu F L E D / [ 2 l 3 . W przyrządach ul t raprecyzyjnych stosuje 
się elementy szklane, jednak coraz częściej zastępuje się je elementami wykonany-
mi z odpowiednich typów tworzyw sztucznych. Zastosowanie tworzyw sztucznych do 
wykonywania całych obudów czy też ty lko pewnych ich elementów w decydujący 
sposób obniża koszt przyrządu, zwłaszcza przy masowej produkcj i [ 2 2 ] . 

W ie l ką za letą tworzyw jest t o , że elementy z nich wykonane /zwłaszcza so-
c z e w k i / nie wymagają dodatkowego polerowania, co jest konieczne w przypadku 
soczewek szklanych. 

Soczewki z tworzyw, bezpośrednio po wy jęc iu z formy, mają na ogół wystarcza-
jącą gładkość powierzchni , poza tym nawet w produkc j i masowej zachowana jest p o -
wtarzalność wymiarów przy utrzymaniu wysokich to leranc j i d la ogniskowej, średnicy 
i grubości . Soczewki o bardzo małej średnicy lub blok zawierający szereg po jedyn-
czych soczewek, stosowanych np. do czytn ików kort perforowanych, praktycznie moż -
na wykonać niemal wyłącznie z tworzyw. 

Konieczne do produkcj i elementów optycznych oprzyrządowanie jest kosztowne, 
jednak jest to wydatek jednorazowy i amortyzuje się już przy produkcj i lOOOszt. 
e lementów, podczas gdy oprzyrządowanie potrzebne do szl i fowania i polerowania 
elementów szklanych trzeba co pewien czas wymien iać . Im większa ¡ast ilość gniazd 
w formie, tym wyższy jest koszt ca łkowi ty formy, a le w przel iczeniu na jedno gniaz-
do - koszt maleje. Jeśli wymiary otrzymywanych elementóv/ są podobne, istnieje 
możliwość zastosowania tzw. "formy rodz inne j " , t zn . formy zawierającej różne gn iaz -
d a , To powoduje również obniżenie kosztu, gdyż wykonanie jednej formy o różnych 
gniazdach jest tańsze niż wykonanie dwóch form o gniazdach jednakowych. 

N iek tóre przyrządy optoelektroniczne mogą być ca łkowic ie zaprosowane w t w o -
rzywach sztucznych. Inne rozwierania przewidują wykonanie z tworzyw elementów, 
które pozwala ją na włączenie wsporników montażowych, tulejek dystonsowych i t p , , 
co u ła twia montaż przyrządów i przyczynia się do obniżenia kosztów. 

Interesujące jest porównanie cen elementów sferycznych lub planosferycznych 
wykonanych ze szkła i tworzywa w zależności od wielkości produkcj i i średnicy. 
Przedstawiono je w tabel i 1. 

T a b e l a 1 
Porównanie cen elementów sferycznych lub planosferycznych z tworzywa i szkła 

Ilość 1 
Średnica / i n / 

i 
Tworzywo / % / Szkło / % / 

1000 1,6 - 2 , 0 0,33 - 0 ,99 2 ,25 - 4 , 5 0 
5000 0 , 6 - 1 ,0 0,14 - 0,23 1,20 - 1,90 

10000 i i 1 , 0 - 1 , 6 0,11 - 0,18 1,20 - 1,50 
50000 0 ,2 - 0 ,6 0 ,05 - 0,11 0 ,38 - 0,67 

Poważną wadą elementów wykonanych z tworzyw jest ich stosunkowo niska o d -
porność na temperaturę; mogą się one deformować / z a l e ż n i e do rodzaju surowca/ 
przy c iąg łych temperaturach pracy w zakresie od 75 C do 120 C wskutek nadmier-
ne j absorpcj i promieniowania podczerwonego przez samą soczewkę z tworzywa. 
Przeciwdziałać temu można wstawiając między powierzchnię elementu z tworzywa 
a źródłem światła planarny arkusz szkła absorbujący c iep ło . 
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Do wykonywari ia elementów optycznych z tworzyw stosuje się tworzywo akry lowe, 
epoksydowe, pol iwęglan [ 2 3 ] , polistyren i jego kopol imery, np. ABS o bardzo 
dużej przezroczystość i i pozbawiony żółtego odcienia [ 2 4 j . Jest to tworzywo 
0 nazwie Toyolac 900/100 wyprodukowane przez japońską f irmę Torray Co. Toyolac 
900/100 charakteryzuje się przepuszczalnością światła o długości 800 nm w 89 -90%. 
Ma on taką samą udonność co Toyolac 920, a le jest bardziej od niego przezroczysty. 
Daje się barwić no dowolne ko lo ry , uzyskując intensywne zabarwienia w całej masie. 

Własności optyczne i niektóre inne cechy tworzyw stosowanych do produkcj i 
elementów przyrządów optoelektronicznych podano w tabel i 2 . 

Tworzywa ak i y l owe , po l iwęglan, polistyren i jego kopolimery o także pol ipropylen 
są przerabiane metodą wtrysku, natomiast żywice epoksydowe, Epidian 5 i Epikote 
828 - techniką za lewan ia . Tworzywa akrylowe mają doskonałą zdolność prasowniczą, 
charakteryzują się przejrzystością, dobrą udarnością ! odpornością na zarysowanie. 
Podczas ich użytkowania nie stwierdza się dostrzegalnego starzenia pod wpływem w a -
runków atmosferycznych. Krajowe gatunki pol imetakrylanu metylu nie są jednorodne 
1 dla każdej p a r t i i należy przeprowadzać osobne próby. 

Poliwęglan znajduje głóv/nie zastosowanie w produkcj i obudów przyrządów o p t o -
e lek t ron icznych, gdy zachodzi zjawisko wydzie lania się ciepła i pożądana jest 
wyższa wytrzymałość tworzywa na temperaturę. Stosunkowo łatwo pol iwęglan ulega 
zarysowaniu, jest on dosyć trudny w przetwórstwie. Produkowany w Polsce pol iwęglan 
nosi nazwę Bistan A W , wytwarzany jest w skali ćwierćtechnicznej i,podobnie jak 
krajowy pol imetakrylan mety lu , jest niejednorodny. 

Polistyren jest najczęściej stosowany w masowej produkc j i , gdyż jest to najtańsze 
tworzywo o własnościach optycznych, ma najwyższy współczynnik re f rakc j i i jest 
ła twy w obróbce / w t r y s k / . Mo on jednak słabą odporność na zarysowanie i ulega 
degradacj i pod wpływem promieniowania ul t raf io letowego podczas długotrwałego 
dz ia łan ia światła słonecznego. Produkcja krajowa zapewnia part ie o powtarzalnych 
własnościach. 

Kopolimery ABS /kopo l imer akry lon i t ry lu , butadienu i styrenu/ oraz SAN / k o -
polimer styrenu i ak ry lon i t r y l u / nie sq dotychczas produkowane w Polsce. K o p o l i -
mery ABS - oprócz specjalnych gatunków - są nieprzezroczyste, wykazują z n a c z -
nie większą udarność niż pol istyren, a niektóre gatunki dają się metal izować. K o -
polimery SAN mają wysoką wytrzymałość mechaniczną, dobrą twardość i p rzezro-
czystość, ale charakteryzują się stosunkowo niską udarnością, którą można podwyż -
szyć przez wprowadzenie modyf ikatora, np. kauczuku butadienowego /Luran S f i r -
my BASF/. Zarówno kopolimery ABS jak i SAN są stosunkowo łatwe w przetwórs-
tw ie . 

Polipropylen jest od niedawna produkowany w Polsce. Jest to tworzywo o dużej 
udamości , pewne gatunki ła tw ie j da ją się metal izować niż kopolimery ABS - stąd 
też możliwość ich zastąpienia. Polipropylen dosyć fatwo ulega zarysowaniu, jest 
łatwy w obróbce / w t r y s k / . 

Żywice epoksydowe, jak już wspomniano, używane mogą być przy zastosowaniu 
technik i zalewania i formowania " o k i e n e k " . Epidian 5 jest żywicą kra jową, p r o -
dukowaną przaz Z . C h . "Sarzyna" . Wytwarzane partie nie mają jednak powtarza l -
nych własności, poza tym Epidian 5 ma dosyć ciemne zabarwienie, tak więc d o -
piero przeprowadzone próby wykażą przydatność te j żywicy do zał to iowania w o p -
toelektronice. Żywica Epikote 828, produkowana przez amerykańską firmę Schell 
jest znacznie jaśniejsza od Epidianu 5 i jej przydatność może się okazać większa. 

http://rcin.org.pl 
7 

http://rcin.org.pl

http://rcin.org.pl


T
a

b
e

lo
 

2 

W
ła

sn
oś

ci
 n

ie
kt

ór
yc

h 
tw

or
zy

w
 

sz
tu

cz
ny

ch
 

st
os

ow
an

yc
h 

do
 

pr
od

uk
cj

i 
el

em
en

tó
w

 
pr

zy
rz

ąd
ów

 
op

to
el

ek
tr

on
ic

zn
yc

h 

W
ła

sn
oś

ci
 

T
w

or
zy

w
o 

ak
ry

lo
w

e 
P

o
li

-
w

ęg
la

n 
P

o
li

-
st

yr
en

 
A

B
S 

E
pi

di
an

 
5 

E
pi

k 
ot

e 
82

8 
P

ol
ip

ro
py

le
n 

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
re

fr
ak

cj
i 

W
ar

to
ść

 
A

b
b

e
'g

o 
/v

/ 
Z

am
gl

en
ie

 
P

rz
ep

us
zc

za
ln

oś
ć 

św
ia

tło
 

/%
/ 

K
qt

 
gr

an
ic

zn
y 

/i
g

/ 
Te

m
pe

ra
tu

ra
 

od
ks

zt
ał

ce
ni

a 

3
,6

V
fn

in
. 

26
4 

pe
i 

3
,6

°F
/m

in
. 

66
 

ps
i 

I C
/m

tn
. 

18
,5

 
k

G
/c

m
, 

t/
m

in
. 

4
,6

 
kG

/c
m

"^
/ 

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
lin

io
w

ej
 

ro
zs

ze
rz

al
no

śc
i 

te
rm

ic
zn

ej
 

in
 

in
°F

 
cm

 

X 
10

 

X 
10

 -5
 

Z
al

ec
on

a 
m

ok
sy

m
ol

no
 

te
m

p.
 

pr
ac

y 
/'

C
/ 

A
bs

or
pc

ja
 

w
o

d
y,

 
24

h 
za

nu
rz

en
ia

, 
23

0C
 

A
/ 

C
ię

ża
r 

w
ła

śc
iw

y 
/g

ęs
to

ść
/ 

Tw
ar

do
ść

 
/p

ró
b

ki
 0

,2
5 

in
/ 

U
do

m
oś

ć 
z 

ka
rb

em
 /

Iz
o

d
/ 

1,
49

1 
57

,2
 

<2
 

92
 

4
2

,2
 

19
8 

21
4 92

 
1
0
1 

3
,6

 

6
,5

 

92
 

0
,3

 
1,

19
 

M
 

9
7

-/
 

0
,3

-0
.5

 

1,
58

6 
3

4
,7

 
<

3 88
 

3
9

,1
 

28
0 

23
0 

13
8 

13
2 

3
,8

 

6,
8 

1
2
0 

0
,1

5 
1,

20
 

rM
 

7
0

,p
 

12
-1

7 

1,
59

0 
3

0
,9

 3 89
 

3
9

,0
 

18
0 

23
0 82
 

1
1
0 

3
,5

 

6,
3 82

 

0,
2 

1,
06

 
M

 
90

 

0
,3

5 

8
,5

 

85
 

1,
47

0 

7
0

°C
/w

g 
M

o
r-

te
ns

o/
 

90
°C

 
/w

g 
V

ic
o

to
A 88

 
97

 

80
°C

 
/w

g 
M

or
te

ns
o/

 

0
,2

-0
,3

 
1,

07
 

6
0

0
/m

e
t.

k
u

lk
i/

 

3
,5

A
G

«
cm

/c
m

^ 

6,
1 

W
)0

 

1,
19

 
M

 
10

7 

7
,3

 

10
0 

1,
18

 
3

0
/w

g 
B

or
co

lo
/ 

1,
50

0 

90
°C

 
/w

g 
M

or
te

ns
a/

 

99
 

1
6 

^ 
0

,1
/7

 
d

n
i/

 
0,

90
6 

lO
A

G
'C

ny
fc

ri
y 

http://rcin.org.pl



z żywic .epoksydowych najodpowiedniejsze do zastosowania w optoelektronice sq 
żywice Stycast 1269A firmy Emerson and Cuming oraz C-74 Std i C-75 Std firmy 
Hysol, 

Nowe tworzywa, które charakteryzują się dużą przepuszczalnością Światło to p o - 
l i - / 4 -me ty lopen ten / o nazwie f i rmowej TPX i pol ihydroksyeter, produkowany r ó w -
nież w Polsce w skali pół technicznej pod nazwą Epiterm. Są to tworzywa termoplas-
tyczne o n iew ie lk ie j zawartości krysta l i tów, stąd też ich przepuszczalność światła 
wynosi ok . 85%. 

Reasumując można no podstawie danych l i teraturowych i przeprowadzonych badań 
własnych s twierdz ić , że: 
1. Do produkcj i elementów optoelektronicznych można stosować tworzywa sztuczne. 
2 . Zastosowanie tworzyw sztucznych wpływa w istotny sposób na obniżenie kosztu 

danego deta lu , a co za tym idzie - gotowego elementu optoelektronicznego. 
3 . W związku z planami rozwoju optoelektronik i w Polsce należy również wz iąć 

pod uwagę stosowanie tworzyw sztucznych również do produkcj i elementów 
optoelektronicznych. 

4 . Konieczne jest opracowanie harmonogramu pozwalającego na terminową rea l izac ję 
kompleksowych zadań rozwoju optoelektronik i w Polsce. 

5 . Prowadzenie prac badawczo-technologicznych stanowić powinno kontynuację b a -
dań nad opracowaniem technologi i otrzymywania elementów z tworzyw sz tucz-
nych dla optoelekt ron ik i , obejmując w pierwszej fazie obudowy / " k u b k i " / i św ia -
tłowody do PWC. 

6 . W początkowym okresie produkcj i elementów z tworzyw sztucznych przeznaczo-
nych dla optoelektronik i należy bazować na surowcach importowanych, a następ-
nie - w miarę możliwości - stopniowo zastępować je kra jowymi . 
Ponieważ w pierwszym etapie będą rozwijane w kraju przede wszystkim pó łp rze -

wodnikowe wskaźniki cyfrowe / P W C / , w związku z tym opracowywane elementy 
z tworzyw sztucznych dotyczyć będą w tym okresie również PWC. 
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